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A) ETUDE QUALITATIVE DE FP1 ( Unité de gestion, controle et surveillance.)

En cas d'intrusion le modem transmet l'information d'intrusion vers la ligne téléphonique.
Cette information est regue par le microcontréleur depuis la fonction FP4,

On propose de vérifier l'adressage du modem via le bus d'adresse et le transfert de I'information
d'intrusion via le bus de données.

A-1) Délimiter sur le document réponse N°1 les fonctions secondaires appartenant a la fonction
principale FP1.

A-2) Identifier et donner la référence et le nom des composants suivants: U1, U3 et US.

Ul :

U3:

U8 :

A-3) Donner le mode de fonctionnement du microcontroleur lorsque I'entrée EA est au niveau bas.

(EA= 0). Document constructeur fourni en annexe 3.

A-4) A partir de la description fonctionnelle de la fonction secondaire FS 1.1, rappeler le role de

celle-ci pour chacun des états logiques du signal ALE.
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A-5) Donner la signification des symboles suivants relatifs a la norme NF C03-212 :

—Aa EN

>
vV

A-6) Compléter le tableau de correspondance suivant :

Symboles document Liaison sur le schéma
Constructeur structurel
74HC373
OE (EN)
LE (C1)

A-7) A l'aide du document constructeur du circuit 74HC373 fourni en annexe 2.

A-7.1) Recopier la ligne de la table de vérité qui autorise la transmission des données vers le
bus de donnée.

Inputs outputs
OE LE D Q

A-7.2) Recopier les lignes de la table de vérité qui autorise la transmission de I'adresse basse
vers le bus d'adresse.

Inputs outputs
OE LE D Q
L
H

A-8) Synthese.
Le port PO du microcontrleur U1 permet de transmettre, soit un octet de donnée (DO a D7),
soit un octet de I'adresse basse (A0 a A7).

A-8.1) Lorsque ALE=1, que. est le type d’information de I’octet issu du port PO ?
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A-8.2) Sur le dessin du synoptique ci-dessous, colorier le cheminement des informations
issues du port PO lorsque ALE=1.

D7-D0 Bus Données
) - - AEM
Microcontroleur

Port 2 Al15-A8

A15-A0 Bus Adresses
AEM

Port 0 AD7-ADO '
Verrou

ALE P

PSEN

WR

P1.0
P1.1
P1.2

A-8.3) Compte tenu des signaux délivrés par le microcontroleur, compléter les

chronogrammes des signaux présents sur le bus AEM d'adresse et le bus AEM de
données.

PSEN

v

v

ML | i ; |

AT-AQ (adresse 1) — D7-D0 (donnée 1)

AT-AO (advesse 2) >——<_ D7-D0 (donnée 2) !

v

v .

A1;.A§ (acresse 1) f >< A:15-¢;_\B(adesse 2) >

A 2N

v_
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B) KETUDE DE FS 3.7 : "'Sélection du modem."
Soit la structure de FS 3.7 :

vCC 1
C44
4 Rz 4

l 4]
= 2 "
u1s
ADD C43
AD1 AD1
AD2

AD3 AD3
AD4 AD4
ADs ADS T3k321LIP
ADS AD6 =

- ALE D~ ALE
WR D — WR XA

5 RD
RES RESET
A3 U13A nc RXA 1T—"4
1 XD ™o
RXO T X7 C42
2 |21 ! 12
AS XTAL
74

32 2 3 H4-32-8BF

B-1) Rappeler le rdle de la fonction FS3.7

B-2) Donner le nom de la fonction logique réalisée par U13.A.

B-3) Ecrire la table de vérité du circuit U13-A.
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B-4) Quelle est le rdle de I’entrée CS du circuit Uss et quel est son niveau logique actif :

B-5) Compléter les chronogrammes suivants:

Asf

l ————

D >
CSa

14~

5 >t

B-6) De quelle fonction secondaire sont issus les signaux Aset Ais.
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C) ETUDE DE LA FONCTION FS3.6

Le signal V3 est l'image de l'information d'intrusion. Il est issu du modem.
Soit le schéma structurel de FS3.6 :

u7-A
C46 + _
VL3 I R49 R11 _ > BF
2F A 470 N| 4K AlL J_
C36 C20
JI |r R10_ I 1nF
6.8nF U7-B 100k 1
R30 R31 - ]
V3 > — — ' + |
10k 10K J_ AL
c35
3.3nF

Principe de fonctionnement

Cette fonction est composée d’un filtre passe-bas du seconde ordre et d’un amplificateur aiguilleur
Le filtre, appelé cellule de Sallen-key, est élaboré a partir de I’ AIL Us7., R0, R31, C3s et Cse et
l'aiguilleur est élaboré a partir de Us.a, Rio, Ri1, Rag,Cop et Cas.

Deux cas de figure peuvent se présenter :

1" cas : les signaux viennent de la ligne téléphonique, la sortie de 'A.ILL U;.g n'est pas
. . o . Vv
active(Vn= 5V), l'amplificateur aiguilleur posséde un gain de 10dB (G =20. log—l;gF— ).
L3
2%™ ¢as : les signaux sont produits par la centrale, via le modem ou d'une autre source. Les
signaux sont filtrés. Le condensateur C46 supprime la composante continue. La composante
variable du signal BF est presque nulle (50mV).

Etude du 1°" cas : Les signaux viennent de la ligne "L3". La sortie de I'AIL U,_g n'est pas
active. Vy =5V continue.

C-1) Etude de la cellule Ry49,Cys En régime dynamique, on ne tient pas compte dela d.d.p
continue V.

Tl
VL3>~ 1 » —> A
22uF
1 R49
|T| = > 470
Py
RCw N
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C-1.1) Donner l'expression littérale de la fréquence de coupure notée f; sachant que |T]= i

2
C-1.2) Calculer la valeur de f..
C-1.3) Ecrire le module de T sous la forme de |7|=
2
1+ fc]
f
C-1.4) Compléter le tableau suivant :
f 0 fc/10 fc/5 fc/2 fc 2fc Sfc 10fc
7]
GendB
BEP des métiers de I’électronique '
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N1 8 Tearnar gnie la A o 4 4
C-1.5) Tracer sur le document réponse N°2 la réponse en fréquence du gain en
e
décibels.

C-1.6) Synthese :
a) Quelle est la nature du filtre.

b) Compte tenu de la valeur de la fréquence de coupure, Justifier le role de ce
filtre.

C-2) Etude en régime dynamique dela structure ciblée autour de U,,:

‘ E! 9 Modele de I'A.L.L. en linéaire

100k
+
e S
—_—
17-A
N R11 4 > BF i Te ke
47K ] N I

C-2.1) Donner le nom de la structure.

C-2.2) Modéliser le schéma ci-dessus.

BEP des métiers de ’électronique )
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\%
C-2.3) Déduire I'expression littérale du coefficient d'amplification noté Av = VBF .
L3

C-2.4) Calculer le coefficient d'amplification Av.

C-2.5) Déduire le gain en décibel (dB) de 'amplificateur.

C-2.6) Tracer la d.d.p. Vg sachant que la d.d.p. sinusoidale Vi3 a une amplitude de 1,3V et
une fréquence de 400Hz.

Ver 4}

-
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C-3) Etude de la structure réalisée autour de U, .cette structure est un filtre du 2¢™

ordre.

1P

6.8nF

-B N
v3>—1ﬂiﬂl—4  +
10k 10k AL

C-3.1) A T'aide de la courbe de réponse en fréquence relever la fréquence de coupure a

-3dB.

Document fourni en annexe 1.

C-3.2) Déterminer graphiquement la pente en dB/décade et en déduire l'ordre du filtre.

C-3.3) Déduire la nature du filtre.

D) ETUDE DE LA FONCTION FS3.1 ET FS3.5

Afin que la centrale puisse transmettre l'information d'intrusion a la société de surveillance,

ue VERS F$3.2 i‘—-—L—z'v—" RE2
! B12-12 ‘
e o FS35 N
—_ N . | ) ‘
poc p—Il-B cq T 1__;_.),—!——0 B1-1-L1 i
— C UIZA  uoms R | i I Braer
ADO w D> V2 X iR3 1 ‘
Ap1 —- 18 D &ic | 4 v
1] e : S
£ 2. i .
u— ,._l.l . - - |
14| m FS3.1
pras WRLY .
18] | 15 =0

74HC374

=] P4

FS3.3 .
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D-1) Dans la configuration suivante :

L'2 est connectée a L2 ;
L'l est connectée aLl.

Indiquer I'état électrique de la bobine du relais RE,.

D-2) Quel doit étre I’état logique de la sortie du composant Us.5 pour que le relais soit
alimenté.

D-3)Dessiner alors le schéma équivalent de la sortie du circuit U7 et de la bobine du
relais RE,, dans le cas ou celui-ci est alimenté.

BEP des métiers de I’électronique )
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Document réponse N°2

Gain en dB

|

1 10 _ - 100 10° 10*
Fréquence en Hertz
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Annexe 1

Courbe de réponse en fréquence du filtre réalisé autour de U.p.

Gain en dB
O 1
1
-10 e b - 2
| L
|
i {
: IR J
| L }
- |
l
) SN S G O o A 1 S - -
!
!
i
|
10 10° , 10° 10* 10°
Fréquence en Hertz
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Annexe N°2

12

1571

SGS-THOMSON
MICROELECTRONICS

M54/74HC373
M54/74HC533

OCTAL D-TYPE LATCH WITH 3 STATE OUTPUT
HC373 NON INVERTING - HC533 INVERTING

» HIGH SPEED
tro=11ns(TYPYAT Ve =56V

a LOWPOWER DISSIPATION
lcc =4 pA (MAX)AT TA=25°C

e HIGH NOISE IMMUNITY
VNIH = Ve = 28 % Vec (MIN.)

= OUTPUT DRIVE CAPABILITY
151LSTTL LOADS

= SYMMETRICAL OUTPUT IMPEDANCE
loL = |low|=6 mA (MIN.)

a BALANCEDPROPAGATION DELAYS
tPLH = tPHL

s WIDE OPERATING VOLTAGE RANGE
Vcc (OPR)=2VTO6 V

e« PIN ANDFUNCTION COMPATIBLE
WITH 54/74L S373/533

DESCRIPTION

The MS54/74HC373/533 are high speed CMOS
OCTAL LATCH WITH 3-STATE OUTPUTS
fabricaled with in sificon gate C°’MOS technology.

These ICs achive the high speed operaton similar
1o equivaent LSTTL while maintaning the CMOS
low power dissipation

These 8 bit D-Type katches are controlied by a latch
enable input (LE) and a output enable input (OE).
While the LE input is hetd at a high tevel, the Q
outputs will follow the data nput precisely or
inversely. When the LE is taken low, the Q outputs
will be latched precisely or inversely at the logic level

PIN CONNECTION (top view)

B1R F1R
{Piastc Package) (Ceramic Package)
MR C1R
{Micro Package) (Chip Carrier)
ORDER CODES :
MS54HCXXXF 1R M74HC XX XM 1R
M74HCXXXB1R M74HCXXXC 1R

of D input data. While the OE input is at low levet,
the eight outputs will be in a normal logic state (high
or low logic level) and while high leve the outpts will
be in a high impedance state.

The appiication designer has a choise of
combinaton of inverting and non inverting outputs.
The three state output configuration and the wide
choise of outine make bus organized system
simple.

All inputs are equipped with protection circuits
against discharge and transient excess voltage.

HC373 HC533 T wears HC533

o s » Ve E 1 » Ve
% o A "% 281 8s s $is
Dy 3 w D, Oy » " D, a2
Dy « v Dy By o v B, . D,
Q| [y w Qg E‘ a2 “ E. : ‘.:E ;:
Q w G 0 w Gy ' "E 5,
o, v " 0, D, 1 u Dy . w[] o,
Dy » o 0, 0y a n D, ‘ & A ) i
% °8 0 " G c8uaaga sEuegs o
[~ X1} w LE CND ¢ w LE V-

L L ‘
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Annexe N°2 2/2
IEC LOGIC SYMBOLS
ucarn HCE22
ot () EN ot L)) EN
e LU Loy e U9 L,
0o -2 o D> r__EEZ Q 0o - [0 D> r:.._.g Q
0 £4) v (s o o (4} A L (9) o
D‘ s \~s 01 01 \71 we “; 01
D {7) (s) Q, b2 (¢4) N q,
ps 2 ® | 03 & ®
3 3
b, L2 a2 o0 0, 113 LN
b5 {14) 15) Qs D (14) L (15) 0
pg L) (18 Qg pg L0 N (::) Q4
D, U8 a9 b, £18) L (19
LE15080 (V<43 ]
TRUTH TABLE
INPUTS OUTPUTS _
OE LE D Q (HC373) Q (HC533)
H X X z Z
L L X NO CHANGE * NO CHANGE *
L H L L H
L H H H L
X- DONT CARE
Z: HIGH IMPEDANCE

*: QQQOUTPUTS ARE LATCHED AT THE TIME WHEN THE LE INPUT IS TAKEN LOW LOGIC LEVEL .

BEP des métiers de ’électronique
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Philips Semiconductors Product specification

L ]

CMOS single-chip 8-bit microcontroliers 80C32/80C52/87C52

DESCRIPTION FEATURES PIN CONFIGURATIONS
The Philps BOCA2/80C52/87C521s a ® BOC51 based architacture
high-pertorrmance microcontroller fabricated [ /"
with Philips high-density CMOS technology.  ® 8032/8052 compatible pi.omz(1] 4d vpo
Tt}a CMOS 8XC52 is functionaily compatible — Bk x 8 ROM (80C52) P1.vT2ex 2] [39] PO.0/ADO
with the NMOS SCN- 8032/8052 ~ Bk % 8 EPROM (87C52) pr2[3 58] Po.VAD!
microcontroliers. The Philips CMOS ROML ) ' — —
technology combines tha high specd and - ess (80C32) P1.3[4] 37) Po.27aD2
density characteristics of HMOS with the low '~ 256 x 8 RAM P13 |38] Po.¥AD3
power attributes of CMOS. Phillps epitaxial — Three 16-bit counter/timers i =
substrate minimizes latch-up sensilivity. — Full duplex serial channel a :I FO.4AD4
Pre[7 34] PO.S/ADS
The 8XC52 contains an Bk x 8 ROM (80C52) — Boolean pracessor 2 %
N PL7[ 8 PO.&/ADS
EPROM (87C52), a 256 x 8 RAM, 32 /0 o Memory addressing capability (2] A
lines, thres 16-bit counter/imers, a k ROM RSTE CERAMIC E PO.TIAD7
six-source, two-priosity lavel nested interrupt = 64k ROM and 64k RAM A1 PLAANS%C 5 e
structure, a serial YO port for either ® Power control modes: OUAL PP
multi-processor communications, 1/0 — Idle mode TxOPa.1[11] Py 30 ALEPROT
expansion or fult duplex UART, and on-chip do 4 23] PsEN
oscillator and clock circuits. — Power-down mode R~
in addition, the 8XC52 has two software ¢ CMOS and TTL compatible ) p2wase
selectable modes of power reduction—idie ® Two speed ranges:
mode and power-down mode. The Idle mode 28] P23IA13
. ) ~ 3.5t 16MHz
freazas the CPU while aliowing the RAM, 5 25] P2 /A2
timers, serial port, and interrupt system to — 3510 24MHz Ty
continue functioning. The powear-down mode ® Five package styles
saves the RAM contents but freezes the 23 P22mt0
oscillator, causing all other chip functions to ¢ Extended temperature ranges 2] P2.vias
be Incperative. @ OTP packags available 7] p2.oias
5100060
ORDERING INFORMATION
TEMPERATURE RANGE °C FREQ DRAWING
ROMless ROM EPROM? AND PACKAGE MHz NUMBER
PSOC32EBP N | PBOCS52EBP N | P87C52EBP N oTpP 0 to +70, Ptastic Dual In-line Package 16 SOT128-1
P80OC32EBA A | PBOC52EBA A | PB7C52EBA A oTP 0 to +70, Plastic Leaded Chip Carrier i86 0403G
P87CS2EBF FA uv 0 to +70, Ceramic Dual In-fine Package 16 05808
PB87CS2EBL KA uv 0 to +70, Caramic Laadead Chip Carrier 18 1472A
PSOC32EBB B | PBOCS2EBB B | PB7C52EBB B oTP 0 to +70, Plastic Quad Flat Pack 16 SOT307-2
PB8OC32EFP N | PBOCS2EFP N | PB7CS2EFP N oTP -40 to +85, Plastic Dual In-line Package 16 SOT129-1
PBOC32EFA A | PBOCSZ2EFA A | PB7CS52EFA A OoTP —40 to +85, Plastic Leaded Chip Carrier 16 0403G
P87CS52EFF FA uv ~40 to +85, Ceramic Dual in-lina Package 16 0530B
P87C52EFL KA uv —40 to +85, Ceramic Leaded Chip Carrier 18 1472A
PBOC32EFB B | PSOCS2EFB B | PE7CS2EFB B oTP -40 10 +85, Plastic Quad Flat Pack 16 SOT307-2
PBOCA2IBP N | PBOCS2IBP N | PB7CS52IBP N oTP 0 to +70, Ptastic Dual In-line Package 24 SOT129-1
PBOC32IBA A | PBOC52IBA A | P87CS2IBA A oTP 0 to +70, Plastic Leaded Chip Carrisr 24 0403G
PB7CS2I1BF FA wv 0 to +70, Ceramic Dual in-tine Package 24 05908
P87C52I1BL KA uv 0 to +70, Ceramic Leaded Chip Carrier 24 1472A
P8OC3I2IFP N | PBOCS2IFP N | P87CS52IFP N oTP -40 to +85, Plastic Dua! In-line Package 24 S0OT129-1
PBOC32IFA A PBOCS2IFA A P87CS2IFA A oTP —40 to +85, Plastic Leaded Chip Carriar 24 0403QG
P87CS2IFF FA uv —40 to +85, Ceramic Dual In-line Package 24 05908
PB7CS2IFL. KA uv —40 to 485, Ceramic Leaded Chip Carrier 24 1472A
NOTE:
1. OTP = One Time Programmable EPROM. UV = UV erasable EPROM
BEP des métiers de I’électronique
Académies de BORDEAUX, CLERMONT-FERRAND, LIMOGES, ORLEANS-TOURS, POITIERS 18/20




22

Annexe N°3 document constructeur du circuit 80C32

Preips Semiconoucton

Product spadiScaton

CMOS single-chlp 8-bit microcontrollers 80C32/80C52/87C52

DEVELOPMENT DATA

PINNING

1-8

10-17

18

20
21-28

29

P1,0P17

P3.0-P3.7

XTAL2

XTAL t

Vsg
P2.0P2.7

PSEN

Port 1: 8-bit quasi-bidiractional 1/O port. It receives the low-order address byte

during program verificstion. Port 1 can sink/source four LS TTL {= 17TL) inputs.

1t can drive MOS inputs without external pull-ups. Pins 1 and 2 also supply
slternative functions T2 and T2EX. T2 is the counter trigger input for Timar 2;
T2EX the external input to Timer 2. Operation of the alternative functions is
determined by the relevant output latch programmed to logic 1.
RESET: a high leval on this pin for two machina cycles while the oscillator is
running resets the device. An internal pulidown permits Power-On reset using
only 8 capacitor connected to Vo (see Fig. 18],
Port 3: 8-bit quasi-bidiractional 1/0 port with internal puli-ups. It also serves
the foliowing alternative functions:
Port pin Alternetive function
P3.0 RXD/data: serisl part receiver data input {asynchronous) or data
input/output (synchronous)
P31 TXD/clock: sarial port transmitter data output {ssynchronous)
or clock output (synchronous)
P3.2 INTO: external intarrupt O or gate control laput for timer/event
counter 0
P3.3 INTI; external interrupt 1 or gate control input for timer/event
counter 1
3.4 TO : external input for timer/event counter O
P36 T1 : external input for timer/event counter 1
P36 WR: extemal dats memory write strobe
P3.7 RD : external dsta memory read strabe
Operation of an alternative function is determined by the relavant output tatch
programmed to logic 1. Port 3 can sink/source four LS TTL inputs. it can drive
MOS inputs without sxtermal pull-ups.
Crystal input 2: output of the inverting amplifier that forms the oscillator, and
input to the intamal clock generator, Recaives the external oscillator signat
when an external oscitlator is used {see figures 15 and 16},
Crystal input 1: input to tha inverting amplifier that forms the oscillator.
Connected to Vgg when an extemnal oscillator is used.
Ground: circuit esrth potential.
Port 2: 8.bit quais-bidirectional 1/0 port with internal pull-ups. [t emits the
high-order address byte when accessing external memory. It also receives the
high-order address bits and control signals during program veritication. Port 2
can sink/source four LS TTL inputs. It can drive MOS inputs without external
pull-ups.
Program Stors Ensble output; read strobe to the external Program Memory.
1t is activated twice sach machine cycle during fetches from external Program
Memory. When exacuting out of external Pragram Memory two activations of
PSEN are skipped during each accass to externel Data Memory. PSEN is not
activated {remains HIGH) during fetches from internal Program Memory.

Phillpe §emiconchciors Product specification

CMOS single-chip 8-bit microcontrollers 80C32/80C52/87C52

PINNING (continued)

30 ALE Address Latch Enable output: 1atchas the low byte of the address during
accesses to external memory in normal aperation. It is activated every s:x
oscillator periads except during an external data memory addess,

31 EA When EA is heid st a TTL high level the CPU exscutes 00t of the internal
Program Memory {ROM), provided the Program Counter is lass than 8192
When EA is held at'a TTL low level the CPU executes out of external Program
Memory. EA does not float.

32.39  PD.2.POD Port 0: 8-bit open drain bidirectional 1/Q port. It is also the muitiplexed low-
order address and data bus during accesses to external memory (during these
accesses it activates internall pull-ups). It also outputs code bytas during
program verification. {External pull-ups sre required during program verificatio:
Port O can sink {and in bus operations can source) sight LS TTL inputs,

40 Vee Power Supply: + 5 V power supply pin during normal operation.

19/20
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Annexe N°4 document constructeur du circuit 93CS56

Aa _ . o X , August 1996
uNaHonal Semiconductor

NM93CS06/CS46/CS56/CS66
(MICROWIRE™ Bus Interface) 256-/1024-/2048-/4096-Bit
t

Ol CEPMARS caoidbe Mndae Pua . H
Serial EEPROM with Data Protect and Seguential Read

General Description

The NMI3ICS06/CS46/CS56/CS66 dewices are 256/ READ. WRITE, WRITE ALL. WRITE ENABLE. and WRITE
1024/2048/4096 bds, raspectvely. of CMOS non-volatile  DISABLE. The Protect register nstructions are PRREAD,
elecincally erasabie memory divnded into 16/64/128/ PRWRITE, PRENABLE, PRCLEAR, and PRDISABLE

256 16-bit registers. Selected registers can be protected

against data modification by programming the Protect Reg- Features

ister '”“3 the Z‘:{:z;% of ‘,l‘le frst register 1o be prmecledl B Wnte protection in a user detined section of mamory
aganst data modification (all registers greater than. or equa

10. the selected address are then protected from further : ?emcl::‘:t;:::g:r:e'netagf 200 uA and standby current of
change). Additonaliy. this address can be “locked™ into the 139' A Y

device. making all future attempts to change data /mpossi- w

ble. These devices are fabricated using National Semicon- No erase required before wnte

ductor floating-gate CMOS process for high rehabulity. high Reliable CMOS fioating gate technology

endurance and low power consumption. The NM33CSXX MICROWIRE compatible senal I/0

Family 15 offered n both SO and TSSOP packages for smail Self tmed wrnite cycle

space consideratons. Dewice status dunng programming mode

The EEPROM mterfacing 1s MICROWIRE compabtble pro- 40 year data retention

viding simple interfacing to standard microcontroilers and Cndurance: 106 data changes

microprocessors. There are a totat of 10 instructions, § 4.5V to 5.5V operation in all modes of operation

which operate on the EEPROM memory. and 5 wiwch oper- Packages available: 8-pin SO. 8-pin DIP, 8-pin TSSOP
ate on the Prolect Regster. The memory instructions are
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Epreuve EP3

Paragraphe D : étude des fonctions FS 3.1 et FS 3.2
Question D1 :
I’intégralité de la question est rédigée sur les pages 11 et 12.
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